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【部門区分】第７部門第２区分
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【年通号数】公開・登録公報2009-005
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/22     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月5日(2009.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
活性層が、ｎ導電側の窒化物半導体層とｐ導電側の窒化物半導体層との間に形成されてな
る窒化物半導体素子であって、
前記ｎ導電側の窒化物半導体層において、
前記活性層と離れた位置、若しくは接した位置に、互いにｎ型不純物濃度が異なり、Ｇａ
Ｎ及びＩｎｚＧａ１－ｚＮ（０＜ｚ＜１）の第１と第２の窒化物半導体層とが積層されて
なるｎ側歪み超格子層を有することを特徴とする窒化物半導体素子。
【請求項２】
前記ｎ側歪み超格子層において、前記第１の窒化物半導体層は、前記第２の窒化物半導体
層より大きいバンドギャップエネルギーと前記第２の窒化物半導体層より大きいｎ型不純
物濃度とを有する請求項１記載の窒化物半導体素子。
【請求項３】
前記第１の窒化物半導体層のｎ型不純物濃度が１×１０１７／cm３～１×１０２０／cm３

 の範囲にあり、第２の窒化物半導体層のｎ型不純物濃度が１×１０１９／cm３以下であ
る請求項２記載の窒化物半導体素子。
【請求項４】
前記ｎ側歪み超格子層において、前記第１の窒化物半導体層は、前記第２の窒化物半導体
層より大きいバンドギャップエネルギーと前記第２の窒化物半導体層より小さいｎ型不純
物濃度とを有する請求項１記載の窒化物半導体素子。
【請求項５】
前記第１の窒化物半導体層のｎ型不純物濃度が１×１０１９／cm３以下であり、前記第２
の窒化物半導体層のｎ型不純物濃度が１×１０１７／cm３～１×１０２０／cm３の範囲で
ある請求項４記載の窒化物半導体素子。
【請求項６】
前記第１の窒化物半導体層又は前記第２の窒化物半導体層のいずれか一方には、ｎ型不純
物がドープされていない請求項１～５のうちのいずれか１つに記載の窒化物半導体素子。
【請求項７】
前記活性層がＩｎＧａＮ層の量子井戸層を有する量子井戸構造である請求項１～６のいず
れか１つに記載の窒化物半導体素子。
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【請求項８】
前記ｎ側歪み超格子層は、前記ｎ導電側の窒化物半導体層に設けられたｎ側コンタクト層
と、前記活性層との間に設けられる請求項１～７のいずれか１つに記載の窒化物半導体素
子。
【請求項９】
前記ｎ側歪み超格子層は前記活性層に接して設けられる請求項９記載の窒化物半導体素子
。
【請求項１０】
前記窒化物半導体素子は、ｎ側クラッド層を有するＬＥＤ素子であり、
前記ｎ側歪み超格子層が該ｎ側クラッド層である請求項８又は９記載の窒化物半導体素子
。
【請求項１１】
　前記窒化物半導体素子は、前記活性層がｐ側クラッド層とｎ側クラッド層の間に位置す
るレーザ発振素子であって、
　前記ｎ側クラッド層が、前記ｎ側歪み超格子層である請求項１～９のうちのいずれか１
つに記載の窒化物半導体素子。
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